Information

KB 413 1/88 (12)
Herstellerland: CSSR \

Ubersetzung, bearb.

Kapazitdts-Abstimm-Diocde

Bei der Kapazitlts-Abstimm=Diode KB 413 handelt es sich um ein Bauelement in Silizium-Epitaxie-
Planar-Technologie.

Sie ist vorzugsweise flr den Einsatz als Abstimmdiode im Lang-, Mittel- und Kurzwellenbereich (AM)
von Rundfunkgeridten vorgesehen.

Die Diode KB 413 wird als Einzelelement im Flastgehluse 50D 23 geliefert.

Flir den Einsatz in Empflngereingangskreisen erfolgt eine Zusammenstellung zu Terzetten entsprechend
dem Kapazitits-Gleichlauf der Einzeldioden.

Dabei wird eine gegenseitige Abweichung AC & 5 ¥ garantiert.

Bauform: gemiB Geh#usezeichnung (Bild 1)

Kesse : max. 0,1 g ?ﬂ.‘

Bild 1: KB 413 - Hauptabmes-
sungen




Grenzwerte

Sperrapannung
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Bild 2: Spannungesabhiingigkeit der Diodenkapazitit
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Bild 3: Spannungsabhéngigkeit deh'Sperratrnms



Die vorli en Datenblatter dienen
susschlieBlich der information!
Es konnen dlrlu: keine
lichkeiten oder Produktion
lichkeiten abnllutcst m;:. _
Anderungen im Sinne tochni-
schen Fortschritts sind vorbehaiten.
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